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Die fofgenden Angaben alnd dan vom 

Selektives Aufbringen von Polymerfilmen 

Verfahren zum selektiven Aufbringen von als Loaung 
handhabbaren FNmen fur die Erzeugung eines ge muster- 
ten Film8 Insbesondere auf dam Geblet von Integrferten 
elektronfschen und optoelektronischen Ernrichtungen. 
Ein als Ldsung handhabbarea organfsches Material wfrd 
selektfv aufgabracht, Indam dfeses Material durch erne 
langgestreckte Bohrung von efnem fn Verbfndung mft el- 
nam VorratsbehSlter dfeses Materials stehenden entf em- 
ten Ende zu efnem dfstalen Ende nahe einem Substrat fOr 
die Aufhahme dfeses Materials zugefuhrt wf rd r wobef die 
Zufflhrung dea Materials derart gesteuert wfrd, daS fnfol- 
ge das Kontakts zwiachen dem Material und dam Substrat 
das dlstale Ende unter dar Wlrkung dar Schwerkraft Oder 
der Benetzungsspannung oder elner Kombinatfon dersel- 
ben veriaSt. 
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Die Erfindung bctrifft ein Verfahren zum selektivc Auf- 
bringen von als Ldsung handhabbaren Hlmen zur Erzeu- 
gung eines gemusterten Films insbesondeie auf dem Gebiet 
von integrierten elektrorrischen und optoelektrmrischen Ein- 
richtungen. 

Vide integriezte elektrccrische Einrichtungen etfbrdern 
das Mustem einer oder mehrerer dunner Schichten, die in 
diesea Einrichtungen nrit vexsctf edenen Auflttsungs w erten 
verweadet werden. Dies 1st der Fall ftir arganische elektio- 
msche und opto-cLcktromschc Einrichtungen, das sind Ein- 
richtungen, die werrigstens eine elektrisch aklive oder opto- 
elektrisch aktive arganische Schicht enthalten. Solche Ein- 
richtungen umfassen gemusterte und/oder mehrfarbige ar- 
ganische Uchtemittieiende Einrichtungen (OLEDs) und ins- 
besondere solche, die Uchtemittierende Polymere enthalten 
(LEPs). Solche organischen Schichten konnen arganische 
Leiter sein, wie leitende Polymere (Polyarrilin, Poly ethylen- 
dioxythiophen und andere Polythiophenc, Polypyrrol und 
dergL und ihre dotierten Farmen) oder fluaresaaerende orga- 
nische Verbindungen und konjugierte Polymere, wie Alq3, 
Polyphenylene und Derivate, Polyfluorene und Derivate] 
Polythiophenc und Derivate, Polypheny lenviny lene und De- 
rivate, Polymere, die heteroaramatiscbe Ringe enthalten, 
und dergl oder allgemein konjugierte \^indungen (Mole- 
knle und Polymere), die Lad\ingstragertranspart aufrechter- 
halien konnen, oder arganische Halbleiter. 

OLEDs, wie sie in der US-Patentschrift Nr. 5 247 190 
odermderUS-PBlentscrjrift 

auf deren Inhalt Mer Bezug genommen wild, sind Displays 
in Form von ebenen Flatten, die elektrooisch aktive dunnc 
arganische Schichten enthalten, wie oben erwahnt In 
US 5 247 190 ist die aklive organische Schicht ein lichte- 
mittierendes halbleitendes konjugiertes Polymer und in 
US 4 539 507 ist die aktive organische Schicht ein lichte- 
mittierender sublimierter MoLekularfilm. Diese Displays 
enthalten erste und zweite Elektroden, die in der Lage sind, 
Ladungstrager entgegengesctzter Art in eine lichtenrittie- 
rende Schicht zu injizieren. Wenn ein eiektrisches Feld zwi- 
schen den Elektroden angelegt wind, weiden Ladungstrager 
entgegengesetzter Art in die iichtemittierende Schicht inji- 
ziert, wo sie rekombinieren und dann strahlend zerf alien, 
um Lieut zu emittieren. Die WellenlSnge des emitderten 
Lichts kann durch geeignete V^hl der lichtermmerenden 
Polymerschicht eingestellt weiden, um dadurch die Farbe 
zuverandern, die emittiert wild Andere Schichten konnen 
eingeschlossen werden, bei spiels weise ist es moglich, eine 
Ladungstransportschicht zwischen einer oder beiden Elek- 
troden und der lichtemitherenden Schicht dnzuschliefien, 
um die Injektion von LadungstrSgern von den Elektroden in 
die Uchtemitderende Schicht zu unterstfltzen. 

Allemativ kfinnen mehr als eine lkhtenrittierende Schicht 
emgehracht werden, um eine andere Art der Steuerung der 
Farbe der emitrierten Strahlung zu erzeugen. Solche Dis- 
plays werden im cinzelnen in den oben genannten US-Pa- 
tentschrift en beschrieben und werden dahcr bier nicht mehr 
im Detail beschrieben. 

Andere organische optische, elektronische und optoelek- 
tronische Einrichtungen sind gemusterte Farbfilter fur LCD- 
Displays, gemusterte FluoreszenznUme, Fotodioden und fo- 
tovoltaische Zellen, DunnscMcht-lrarjsistoren, Dioden, 
Trioden, Optokoppler, Bildverstarker und dergL und ver- 
sem'edene Kombinadonen dieser Einrichtungen in integrier- 
ten elektrornschen Schaltungen. 

Hones Leisnmgsvermdgen von optischen, elektrorrischen 
und optoelekrromschen Einrichtungen, die solche aktiven 
organischen Schichten enthalten, crfordert cine groBe Sorg- 



falt beam Aufbringeo und \ferarbeiten der organischen 
Schichten. Wenn "Xompromisse" bei der Verarbeitung und 
Autbringung dieser Schichten gemacht werden, verschlech- 
tert sich oft das Leistungsvermogen der Einrichtung. Solche 
5 '^mnromisse" sind jedoch oftmals erforderiich, beispiels- 
weise bei der Herstellung von Einrichtungen, in denen eine 
oder mehrere aktive organische Schichten als Muster aufgo- 
bracht werden mflssen, bedspiclsweise zur Herstellung einer 
mehrfarbigen rot-grunblau ^GB>-LEB-Emrichtung. 
10 Aferschiedene Musterungsverfahren sind untersucht und 
entwickelt worden, um gemusterte organische Dunnfilmein- 
richtungen herzustellen, von denen die meisten in ihrer An- 
wendbarkeit sehr hegrenzt sind und/oder Nachteile in dem 
Sinn aufweisen, dafi die Leistungsfa^ugkeit dieser Einrich- 
15 tungen schlechter ist als diejerrige von ungemusterten ent- 
spiechenden Einrichtungen. Diese Musterungsverfahren 
umfassen das Aufdampfen durch Lochmasken oder unter 
spezhischen Winkeln und Verwendung von Separatoren auf 
den Substrates der Einrichtung, was bei des fur gemusterte 
20 Einrichtungen unter Verwendung von sublimierten organi- 
schen Klmen angewendet wild. Diese \ferfahren haben je- 
doch Einschrflnkungen himrinhtlirh GroBe und/oder Auflo- 
sung und sind nicht wirklich fur als Ldsung handhabbare 
Materialien, wie konjugierte Palymere, anwendbar. Ver- 
25 schiedene fbtoUthografische Musterungsverfahren konnen 
grundsfltzlich zum Mustem von organischen Hlmen ange- 
wendet werden, aber dies fuhrt oft zu einer Vaiuirekigung 
der Tre nnfl ach en und einer Verse hlechterung der Ledstungs- 
f&higkeit der Einrichtung. In vielen Fallen sind die Verfah- 
30 ren (UV-Iicht, Brenn- oder Trockenschritte und deigL) und 
die Chemikalien (Fotoresiste, Atz- und Entwicklungslosun- 
gen, Losungsmittei und dergL), die bei Uthografischen Ver- 
fehren angewendet werden, mil aktiven organischen Schich- 
ten nur gerade vertraglich, wenn Qberhaupt All diese \fer- 
3S fahren bedingen zusatzliche Verarbeitungsschritte und infol- 
gedessen Kosten. 

Als Alternative zum Aufbringen von Materialien, die als 
Losung handhabbar sind, wurde Tintenstrahloruck fur die 
Herstellung von Einrichtungen mit Mustem hoher Auflo- 
40 sung untersucht Obwohl Tintenstrahldruck ein sehr attrakti- 
ves Verfahren zur Herstellung von gemusterten Einrichtun- 
gen ist, da es direkt die Muster auf das Substrat "schreibt", 
ohne daB zusa^zliche nachfolgende Musterungsschritte er- 
forderiich sind, ergibt er auch Einschrankungen fur das Ver- 
45 fahren: die mit Untenstrahl gedruckten Losungen, welche 
das bzw. die aktive(n) organische(n) Material(ien) enthalten, 
mQssen einen Bereich von Erfordernissen erfUUen, der sich 
auf die Viskositat der Losung, die Konzentration und/oder 
die Benetzungseigenschaften des Tlntenstrahi-Druckkopfiss 
50 beziehen, Bei diesem Aferfahren wurde auch untersucht, Ein- 
richtungen mit hoher AuflOsung mit den geeignet hochauflo- 
senden Druckkopfen zu mustem, und daher mussen die Hn- 
teDstrabl-TropfcheogroBen ziemlich klein sein, was Auswir- 
kungen auf den Durchsatz hat Wenn daher groBere Displays 
SS (oder andere Emrichtungen) nrit grSfleren Pixels oder "Ab- 
standsbereichen* hergestellt werden sollen, beispielsweise 
Uber 50 um oder sogar aber einige 100 um, fur die jedoch 
die Aufldsungsanfoidertingen nicht sehr hoch sein konnen, 
sinkt die Attraktion des hechaufldserjden 'Hntenstrahl- 
60 drucks. 

Es ist ein Ziel der Erfindung, ein Muster- und Aufbring- 
verfahren fur als Losung handhabbare Materialien zu schaf- 
fen, die als aktive dOnne Rime in optischen, elektronischen 
und optcclektronischen Einrichtungen verwenden, welches 
« die obigen Nachteile verdrangt oder beseitigt 

GemflB einem Aspekt schafft die voriiegende Erfindung 
ein Verfahren zum selektiven Aufbringen eines als Losung 
handhabbaien organischen Materials durch Aufbringen des 
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Materials durch eine langgestreckte Bohrung von einem in 
Verbindung mit einem VocratsbeMlter dieses Materials ste- 
henden entfemten Ende zu einem distalen Ende nahe einem 
Substrat zur Aumahme dieses Materials, wobei die ZufOh- 
rung des Materials so gesteuert wird, daB es das distale Ende 
untEx der Wirkung der Schwerkraft odor der Benetzungs- 
spanmmg Oder einer ^Combination derselben infblge des 
Kontakts zwischen diesem Material und dem Substrat ver- 
lfifit 

Die Becetzungsspannung knmrnt ins Spiel, wenn ein 
TrOpfchen des Materials in Kontakt rmt dem Substrat ge- 
bracbt wird, wfihrend es noch am distalen Ende der Bohrung 
"festhangt". Bs vexanlaBt das Substrat, das Trdjrfchen vom 
distalen Ende der Bohrung "abzuziehen". Die Benetzungs- 
sparmung ist durch die OberflSchenspannungsqualita^en des 
Materials in Verbindung mk der Form des Tropfchens beim 
Verlassen des distalen Endes der Bohrung, dem Benetzungs- 
winkel des Tr6pfchens mit dem Substrat, die KapUlaArfifle 
aus der Bohrung und dem Druck aus dem VbrratsbeMlterzu 
steuern. Die Verwcndung der Benetzungs spannung ermog- 
licht einen kontroUieibsiezen und stanschen Aufbringvor- 
gang. Furgrofie Aufbringflachenistes jedoch auch moglich, 
daB die vorherrschende Kraft die Schwerkraft ist, d. h., daB 
das TrOpfchen das distale Ende der Bohrung vor der Kon- 
taktheratellung mit dem Substrat vcriflfit 

Die t)bertragungsgeschwindigkeil und -menge des durch 
die langgestreckte Bohrung zugeftmrten Materials wird vor- 
zugsweise durch Auswahl einer Kombination von Parame- 
tem einschlipfiTich der Querschmttafl&rhe der Bohrung, des 
Abstandes vom S ubstrat und der Zeit und des vom \brrats- 
behaiter ausgeubten Drucks gesteuert 

GemSB einem weiteren Aspekt schafit die Erfindung ein 
Verfahren zum Herstellen einer opnschen, elekrronischen 
oder optoeleklronischen Emrichtung, die die Schritte um- 
faBu 



lariggestreckten Bohrung in \ferbindung stent, wobei die 
Offinmgen eine Verbindung der Bobrungen nrit dem Vbr- 
ratsbehalter ermbglichen. 
Fur die Verwendung verschiedener Materialien, z. B. un- 
5 tersc hi eflTic h e r Parben, kann mehr als eine Bohrung vorge- 
sehen werden. 

Eine mehrfarbige lichtemittierende Einrichtung kann drei 
langgestreckte Bobrungen in Verbindung mit jeweils unter- 
schiedlicben \brratsbehaltern zur Zuftihrung von unter- 

10 schieduchen Mate ri alien zu vcri>esrimmten Bereichen des 
Substrata umfassen, wobei die untersctriedlichen Materia- 
lien lichtemittierende organische Materialien sind, die Licht 
von unterschiedlichen Wellenlangen enritrieren kdnnen. 
Das Substrat kann ein vorgeformtes Muster von Trenn- 

15 material (one sogenannte "Bank") zur Bildung vedjestimm- 
terBereiche tragen, in denen das selektive Aufbringen start- 
hnden soli Um eine optiscbe, optoelektronische oder elek- 
tronische Einrichtung hexzustellen kann ein Blektrodenma- 
terial in den vorbestimmien Bereichen vor dem selektiven 

20 Aufbringen aufgehracht worden seia 

Die Stsuexung der Ttopfchenausgabe aus den Bobrungen 
kann unter Anwendung einer Anzahl von Faktoren, insbe- 
sondere der folgendcn, erfolgen: 



(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbestimrnlen 
Musters von TVennmaterial zur Bildung von vorbe- 
stimmten Bereichen fur das darauffblgende Aufbrin- 
gen eines als Losung handhabbaren Materials; 

(b) Aufbringen eines als Losung handhabbaren Mate- 
rials in den vorbestimmten Bereichen durch Zufiihren 
des Materials von einem in Verbindung nrit einem Vor- 
raisbehalter dieses Materials stehenden entfemten 
Ende einer langgestreckten Bohrung zu einem distalen 
Ende dieser Bohrung nahe den vorbestimmten Berei- 
chen, 

wobei die Zuftihrung des Materials derart gesteuert 
wird, dafi es das distale Ende unter der Wirkung der 
Schwerkraft oder der Benetzungs spannung oder einer 
Kombmation dieser beiden nrittels des Kontakts zwi- 
schen dem Material und dem Substrat verifiBt; und 

(c) Durchfuhrung eines Irocknungsschrittes. 

Bei einer Ausflmrungsfaim steht die wenigstens eine 
Bohrung in Verbindung mit dem Vorratsbehaltcr Ober einen 
flexiblen Schlauch, um eine Bewegung der Bohrung bezflg- 
lich des Substrata zu ennoglichen, so dafi eine selektive 
Aufbringung in vcrtestimmten Bereichen des Substrats er- 
moglicht wird. Bei einer anderen Ausftmrungsform bildet 
die langgestreckte Bohrung einen Tbil einer Bohrungsanord- 
nung, die den VbrratsbehMlter euischliefit und bezUglich des 
Substrats beweglich ist Bei einer weiteren Ausfurirungs- 
fonn ist das Substrat beztlglich der wenigstens einen langge- 
streckten Bohrung beweglich gelagert 

Die Bohrungsanordnung kann aus einer Anardnung in 
Form einer Platte bestehen, die eine Anzahl von Ofrnungen 
besitzt, deren jede mit einer entsprechenden vorstehenden 



25 (i) Querschriittstlache der Bohrune, vorzugsweise im 
Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm* undVoder vorzugs- 
weise kreisfbrrnig nrit einem Durchmesser von mehr 
als 50 um und vorzugsweise mehr als 200 um; 

(ii) der Abstand zwischen dem Substrat und dem dista- 
30 len Ende der langgestreckten Bohrung, vorzugsweise 

weniger als 10 mm, vorzugsweise noch weniger als 
5 mm und noch besser weniger als 1 

(iii) Dbertragungsgeschwmdigkeit des Materials 
durch die Bohrung, vorzugsweise weniger als 3 m/s 

as und vorzugsweise noch weniger als 1 m/s; 

(iv) Pixeiausbreitungsflachcn, die von irgendeiner 
zweckmaBigen Form sein kdnnen, z.B. quadrarisch, 
rechteckig oder kreisfBrrrrig, und welche vorzugsweise 
einen grSBten Durchmesser von mehr als 50 um, mog- 

40 lichKrweise mehr als 100 um besitzen, jedoch vorzugs- 
weise weniger als 3 mm und vorzugsweise noch kled- 
ner als 1 rnra Der bevarzugte Bereich der Ausbrei- 
tungsflachen, fur den die Erfindung besonders brauch- 
bar ist, betragt 250 um 2 bis 9 mm 2 . 

45 

Dieses Verfahren ist insbesondere anwendbar fur die Her- 
stellung einer Hchtenn^erenden Einrichtung, in welcher die 
Anzahl von Eiektrodenbereichen Anodenbereiche sind, und 
bei der das Verfahren einen weiteren Schritt der Aufhrin- 

» gung einer Kathodenscrricht nach dem TVocknungsschritt 
umfafit Das als Lasung handhabbare Material ist in diesem 
Zusammenhang ein Hchtemittiercndes organisches Material, 
wie ein geeignetes Polymer; 
So bezieht sich die voriiegende Erfindung allgemein auf 

55 das Mustem von als Losung handhabbaren Materialien in 
optischen/ekktrcnischer^ Emrichtun- 
gen, insbesondere, jedoch nicht ausschliefilich fur LEP-Ma- 
terialien, bei Anwendung ernes neuen Auftringverfahrens, 
das insbesondere fur die Heretellung von gemusterten Ein- 

« richtungen mit grofien "Au^brdtungsbereichen" brauchbar 
ist, vorzugsweise Ober 50 um und insbesondere Ober 
100 ^m. Das Vertahren erlaubt eine Herstellung rnit bohem 
I^irchsatz und medrigen Kosten, Bei der bevorzugten Aus- 
f^tniogsfbrm wird das Auforingverfehren in \feWndung 

ffl mit Substraten angewendet, die eine Bank von Trennberei-. 
chen anfweisen, die zwischen sich Wannen bilden, in die das 
verarbeitbare Material aus einer oder mehreren Anordnun- 
gen von Pipetten getropft wird. Das Tropfcn des als Losung 
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handhabbaren Materials kann von Hand oder aulomatisch 
gesteuert werden. 

Das Aufbringcn des als Losung handhabbaren Materials, 
insbesondere oxganischcr Substanzen, z. B. Pblymeren, aus 
Pipetten ist ein langsameres und statischeres Verfahren als 
der UntBiistrahldnick, und daher sind Merkmale, die norma- 
lerwcisc bcim Untenstrahldnick wichtig sind, wie Pblymer- 
viskositflt, Obcrflacbcnspannung und Benetzungswinkel, 
weniger kritisch oder sogar irrelevant Beim Untenstrahl- 
druck ist es oftmals notwendig, Beoetzungsmittel und/odex 
Mittei zur Andcrung der Viskositar den UntenlSsungen zu- 
zugcbcn, urn zu ermcglichen, dafi dieselbcn dutch das Tin- 
tenstrahlverfahren aufgebracht werden. Bei der voriiegen- 
den Erfindung besteht viel weniger die Notwendigkedt, das 
Material selbrt zu verandern. 

Das Verfahren wild hier so beschrieben, daS aktive Pixel- 
bereiche innerhalb einar organischen lichtenrittiecenden 
Einrichtung gebildet werden, aber es wird bernerkt, daB an- 
dere Anwendungen moglich sind. 
^ Es ist zuerwarten, dafi das als Losung handhabbare Mate- 
rial aus der Pipette nrit einer Geschwindigkeit von weniger 
als 3 m/s und varzugsweise weniger als 1 m/s austrilt Die 
Pipetten sind vorzugsweise vertikal oberhalb des Substrata 
angeordnet, obwohl sie auch unter einem Winkel angeord- 
net sein konnten. Bei der zweckmMBigen Anordnung ist das 
Substrat in einem Abstand von distalen Ende der Pipette an- 
geordnet, der ausreichend klein ist, so daB der Tropfen, der 
vom distalen Ende der Pipette freigegeben werden soil, in 
Kontakt mit dem "Ausbreirimgsbereich" auf dem Substrat 
stent, bevor er die Pipette veriafit, so daB die Benetzungs- 
spannung beim Erzeugen einer Kraft zum "Herausziehen w 
des Tropfchens auf das Substrat edne Rolle spielt 

Das aus den Pipetten fisagegebene \folumen kann leicht 
durch die Abniessungen der Pipette und die Zeit und den 
vom VorratsbehaTler ausgeubten Druck eingestellt werden. 
Es konnen vorhandene automatisierte prfizise Mikro-Pipet- 
tieranardnungen verwendet werden, welche hauflg in der 
bio^pharniazeutischen Wissenschaft Anwendung finden, 
wenn sie geeignet modifiziert werden. Bine Steuenmg des 
Autbringverfehrens kann durch die Konzentrarion des als 
Losung handhabbaren Materials, die Menge der ausgegebe- 
nen Losung, die Benetzung des Substrata iiber die aktiven 
Pixelbereiche und das Banktrenn material erredcht werden. 
Grundsatzlich ist das verfahren viel billiger als der Unten- 
strahldruck und ermagiicht einen viel h8heren Durchsafz, 
Obwohl die Auflosung der aktiven Pixelbereiche, die durch 
das erfindungsgemaBe Verfahren gebildet werden, nicht so 
rein sein konnte, als es nrit Tbtenstrahldruck moglich ware, 
uberwiegen dennoch die Afarteile die Nachteile fur Einrich- 
tungen nrit grtifieren "Ausbreitungsbereichen". 

Andere bevorzugtc, jedoch nicht wesentliche Merkmale 
unterscheiden das hier beschriebene Verfahren vom Unten- 
stiahldruck. Die hier angewendete Txopfengr6Be ist grower 
als bei einem typischen luitenstraWverfahren, und bei der 
beschriebenen Ausfunrungsfbrrn liegt die QueischninsflM- 
chc der Bohrung im Bereich von 0,001 mm 2 bis 10 mm 2 . 

Bei dem hier beschriebenen Aufbringvertahren werden 
Trdpfchen nicht wie beim Tmtenstrahldruck ausgespritzt, 
sondern die Ausgabe aus den Pipetten erfblgt varwiegend 
unter dem EinfluB aerBenetzungsspannung durch den Kon- 
takt nrit dem Substrat So werden Tropfchen in bessersteu- 
erbarer Weise aufgebracht 

Bei dem hier bescrmebenen Verfahren ist es moglich, dafi 
die TropfchengrdSe so gehallen wird, daB jeder aktive Pixel- 
bereich nur durch einen Tropfen gebildet werden kann, aber 
es wird bemerkt, dafi eine Anzahl von Irdpfchen erforder- 
lich sein kann. 

Die hier beschriebenen Vcrfehrcn haben einen weiteren 



groBen Afarteil gegeniiber dem Tmtenstrahldruck, indent sie 
nicht einen komplizierten Ttaenstrahlkopf erfordern, wel- 
cher sehr einschrSnkende Anforderuogen fur die statischen 
unddynarnischenliisungseigensch^ steilt, wie Viskosi- 
S tat, Trocknen, Benetzungswinkel nrit der Dusenplatte, Ober- 
flachenspannung, Zusetzen der Tmtenstrahldflsen, verwend- 
bare Ldsungsmittel fur den Tmtensttahlkopf und dergL 

Zum besseren Verstandnis der Erfindung, undumzuzei- 
gen, wie dieselbe ausgefUhrt werden fcann wird lediglich 
10 beispielhaft auf die Figuren Bezug genommen. Es zeigen: 
Fig. 1 eine statischeDarstdlung des Gnmdgcdankens der 



Fig. 2 eine schematischp, Darstellung des Aufrmngens bei 
Verwendung einer einzigen Pipette; 
u Ffe3emescbemalischcDarstelh^ 

Venvendung einer lincaren Anordnung von Pipetten; 
Fig. 4 edne Draufsicht auf eine Anor dnun g von Pipetten; 
rig. 5a und 5b Draufsicht bzw. Sedtenansicht einer An- 
ordnung fur mehrferbiges Aurbringen; 
» Big, 6 eine andere Anc*anung fur mehrf arbiges Aufbrin- 
gcn; 

Fig. 7 eine Darstellung des schrittweisen Bewegens einer 
Pipettenanardnung; 

Fig. 8a und 8b eine Darstellung der Wirkung der "Bank" ; 
2S Fig. 9a bis 9d eine Darstellung von zweischichtigen 
"Banken"; 

Fig. 10 eine Draufsicht auf das Substrat vor dem Aufbrin- 



Elg. 11 eine Anzahl von mdgtichen unterschiedlichen 
30 Bankfbrmen; 

Fig. 12 eine Darstellung einer altemativen Substratforrn: 
und 

Fig, 13 eine schematische Darstellung eines OLED, 
Der der Erfindung zugrundeliegende Grundgedanke be- 
33 stent darin, eine Anordnung von Pipetten zu verwenden, urn 
eine gemusterte Anordnung von Tropfchen einer Losung ei- 
nes Materials aufzubringen, das aus irgendeinem als Losung 
handhabbaren organischen Halbleiler oder Leiter besteht 
Pig. 1 zeigt den Grundgedanken, In Fig. 1 ist mit 2 das Sub- 
40 strat fOr eine oi^aniscne Einrichtung bezeichneL Wie in der 
Technik bekannt, kann das Substrat aus Glas oder Kunst- 
stofF gebildet werden, es ist jedoch normalerweise durch- 
sichtig oder im wesentlichen durchsichtig. Das Substrat 2 
tragt eine Anzahl von ersten Hektrodenbereichen 4, die in 
45 Form von langgestreckten S tnrifen auf dem Sub strat 2 vor- 
gesehen sind. Die EIekrrodenrjerekhe4 kttnnen aus Indium- 
zinnoxid (TTO) gebildet werden, wodutch Anodenbereiche 
fur einzelne Pixels der Einrichtung ausgebildet werden. Die 
Efcktoxifinbereiche 4 konnen unter Anwendung irgendedner 
50 bekannten Tfechnik gefbrmt werden. 

We Hektrodenbereichc 4 werden durch eine "Bank" ei- 
nes isolierenden Films 6 voneinander getrennt, die selbst ge- 
fbrmt oder gernustert sind, urn Wannen 8 zu Widen, deren 
Bdden in Kontakt mit den Hekrrodenbereichen 4 der Bin- 
SS richlung stehen. Die Formung der Bank kann durch irgend- 
eine bekannte lechnik erfolgen, wie Siebdruck, FotoUtho- 
grafie, Mikrokontaktdruck und dergL Allernariv kann die 
Bank selbst durch Aferwendung von in Redhe angeoidneten 
Kpetten mit dem hier beschriebenen selektiven Aufbring- 
60 verfahren aufgebracht werden. So kann das Aufbringen der 
Bank als Vorstufe unter Verwendung einer Anordnung von 
Kpetten durchgefuhrt werden, gefolgt von einem anschlie- 
fienden Schritt des Aufbringens des als Losung handhabba- 
ren organischen Halbleiters oder Leiters. 
65 , Eine Anzahl von Pipetten 10 ist dargestellt, deren jede nrit 
einer entsprechenden Wanne 8 ausgerichtet ist Die Pipetten 
10 sind fiber eine Leihing 12 mit einem Afarratsbehalter 14 
verbunden, der cine aufeubringende Losung enthfilt In Fig. 
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1 ist zwar due Anzahl von Pipetten 10 dargestellt, deren (Spin, Schndde, Memskus, Spriihen, Beschicfaten und 

jede mit entsprechenden Wannea 8 ausgerichtet und mit ei- dergL) zusammen mit fbtolithografiscben Potmen oder Mu- 

nem granemsa^ VbrralsbchSllcr 14 uber one gemefa- stem. Eine andere Alternative ist der Mikiokotitaktdruck. 

sameLatung 12 verbunden ist. Es smd jedoch mehrere an- Eine weitcre Alternative ist die Vferwendung cines Pipetten- 

dere Amminungea mOglkh, wie im folgenden beschrieben S anfbringverfahrens, wis es trier beschrieben wild. Materia- 

wird^ Anordnung gemaB Fig. lwirdnurv^^ lien Air die Bank rind vorzugsweise omanische Isoliermate- 

r^Tf.^ ? rfindun 8 m rttol?*- rialien, z, B. Polyintid, kflnnten jedoch anorgamsch sein. 

Das Substrat ist vorzugsweise cben (vor don Aufbringen Fig. 2 ist eine schematische Datstellung oner AnLagc, die 

der Bankboerche) und horizontal angeordnet. wfihrend die eine efarige Pipette 10 verwendet Die Pipette loTteht in 

Pipetten un wesentlichen vertikal angeordnet sind Dies 10 Verbindung nrit dem Vbrratebehiilter 14 iibercfie LeitunB 12 

teagt air EraeUmg oner gldchfonnigen Klindicke uber die Eine Relativbewegung ist zwiscben dem Substrat 2 und der 

Ausbradmgsb^he bo, die zwischen den Banktren- Pipette 10 vorgesehen, die entweder cine Bewegung der Pi- 

BU ?f^5? ,lge ^ol^,^ , pette 10 seitlich beztiglich des Substrate eznkhdfcht, wie 

Dm Anondnung gemaB derErfmdimg ermflglicMdas Auf- dutch den Pfeil A bezekhnet, oder indem etaeBeweaune 

bnngen vonFlccken von Losungstropfen 16 in kontroUier- is des Substrate 2 seitlich beztiglich der Pipette 10 bewirkt 

terWetseindieWannenS. wird, wie dureh den Pfeil B oderbeide Pfeile A und B ange- 

Hs wud zwarder Ausdruck Pipette durchwegs zur Be- geben ist Um eine Bewegung der Pipette 10 zu ermfleli- 

s^lwngder^de 10 benutzt, es at jedoch zu bemerken, chen, kann die Letting 12 fleribel sein^Ahemativkanndie 

daBdieseTeiledie Form von langgestteckten hohlenRohren Leitung 12 starr sein und die ganze KpettenanordnunR, wel- 

besitzen, diedas Auftropfen emer Losung unter der Wir- M che die Pipette 10, die Leitung 12 undden Vbrratebehaiter 
^Sf ^ Scta !^!? V ^ e r? n i t ^ M umfaBt, kann beweglich ausgefDhrt sein. Mit 18 ist ein 

verbundenen fmtfemteuEnde des Rohrs zum distalen Ende Ausgabetnecharrismus tezeichnet, der unter der Steuerune 

des Rohrs nabe den Offimngen der Wannen 8 amoglicht einer Steuereinrichtung 20 betatiabar ist Der Ausoahem^ 

Andere ^e^Verwirklichung der Pipetten 10 ver- chantemus kann ^S^SfS^S^S^ 

it^St^M?^ 25 aUtomali8ch tet8ti * Obwohl d* Ausgabemecha- 

petten, Spnteen, vorstonende Dusen, hohle Nadeln and trismus am Boden des \farratsbehfflters daizestellt ist. ist 

dagL sein. Die Bofarungen kfinnen kenisch otozylindrisch dies nur zu schemauschen Zweckoi gewahlL Der Auseabe- 

d fn beSChne ^ nen A*™*™!* nat dieBohrung der mechanismus kann an irgendeiner geeigneua Stelle in der 

Ji T < ^hinttenache im Bereichvon Kpettenanordnung angeordnet werden/ 

0.001 mnr<bis 10 rnrn^. Batobevomigten Anordnungha- 30 Fig. 3 zrigt das Aufbringen unter VerwendunE einer line- 

SSS^SS^ Bohrungjuidder atrch- are* Anordnung 22 von Pipetten 10. SelZreAnordnung 

messer ist vorzoigswose grOBer als 50 pm und besser noch umfaBt cine Platte, die in Fig. 3 in Seitenansicht gczeiat ist 

^ ^JTJL" t*™*™^™** m entspricht und euf ihrer Unterseite dneAnzabl vonOSungen^rf- 

der QuerschmteflSche von etwa 2000 urn^. und ein Dumb- weist, dutch die die Pipetten 10 vormgeoBd toAncri- 

S^i V ^™^7 nC ^ W ? le ^ teflacheTOn 35 ^ °" 3 ist eine einzige Reihe von Pipaten 10 in der 

etwa 31 400 urn^Bei der vorltegenden Erfindung brauch- Platte 22 vorgesehen. Die Platte 22 hat BotaunKen 26. die 

bare P^te^ordnungen smd aufdem phannazeutiscben, ein Kominunizieren der Pipetten 10 nrit dem \^behailer 

bio- und butohnu^ Gefart bekannt und werden daher 14 ermflglicben. Die lineal Anordnung nnd/oder das sT 

h«r mcht im EuizeMen teschneben, obwohl Abanderungen strat 2 konnen sich in der x-y-Ebene enttvedcr in der x- oder 

noug sein kBnnen, um erne (^imiewng do Techtukfurdie- 40 indery-Richtung bewegen. 

Z. f^fZ Ti^ZJ^i™ ^. be J meAt ' « ^ Big. 4 zeigt eine zweidimensionale Anordnung 28 von PS- 

aus Olas, Metall, Kunstetoff oder Keramik oder tateachlich petten in Draufaicht auf ibre Unterseite, Obwohl in JPte 4 

a^irgendetnem geeigneten Material hergestellt werden nicht ersichtlicn, ist klar, dafl die Pipetten 10 aus der Unttr- 

mS.*T ^f^^i!^ 8 ™ M8aDiSChen *ite der An^ung M vorragen^x unTy^chnmg 
MatenaU das , anfgebracht w^verteaglich ist 45 regelmaBig angeordnet sind Bei einer zweimnLrio3 

HaR^ i^t^Ic emewichnge Rolle, um zu veriiindem, Anordnung der in Fig. 4 gezeigten Art kflnnen diepSn 

^! Un8St jK? 1 16 ausbrciBa !' die Benet- 10 nrit den erforderUchen Aufbringbereichen auf dem sT 

ZiT 68 8mndS c 5t ^ ch m< * kh * ^2 ausgerichtet sein, und dfeSSS?£ ^ fa* 

SS±SfJ?Tf lng ^.if^ vo> nem Ein-Schritt-\ferfabren stattfinden. FOr die Anordnung 

v^hS^^v^Lr V «,^^ hen ; V ^ BSS6rt ^ 50 ^ Kp=tte oder einer bnearen Anordnung gj 

Vorb^densemoner Bank wahrend des Aufbnngens die maS Fig. 2 und 3 ist dagegen eine P^vbewegun«erfor- 

toStnS iTiT 6 "' ^ ^ ^^^^Bskatmemwe^Scn^on 

S S!lft . 1% u 80 »8«toiaBi8« oder unregelmflBigen Pipetteaanordnungen 

d^s.eajnfertigenProdiilctiiicfaodernurteawe^ mit oder ofane Verwendung von RMtschaltl uad lW«3eAo- 

,„ . _ ,.. , . . » lungsbetatigungen ins Auge gefafit werden. 

JS^J^??^^^*^!?*^* 1 - ™* 5a und ^ zci « en eine Anordnung von Pipetten 30 fur 

b^^J^i ^chbginne^toAulbifa^e^zn mehrmrbiges Aufbringen. Das heXdie Aix^rdnWctopT 

EwtZfLS < m ^T^F^t ^ Patten ist derart, daB sie jeweils nrit Auftrmgbere^en aus- 

W ^ vm^igsweise 5 um oder dariiber und noch besser gericbtet werden konDeoTdie aus verschiedenen Polvmecen 
10pm oder darnber ergibt eine annefambare Wrkung. Die a herzustellen rind, welche lkhtenrittierende Eiirenschaften 

Ben^ngseu^e^chaften der Bank 6 mUss^ ebenfalls be- odjeweiteunterscMedlichenWeJteu^^ 

SnSf.rS^ T 7Z^±L 0}XXB Pette- sind mit lOr. lOg und lObtaSet, um die^sa- 

h.^^ ^ ^ ^ be ° etzbar ^ ^Piel- che anzugeben, daB rie jeweils mt, grunbzw. blau emufe- 

h^o^bungen der Bank werden ausfuhrlicher im fol- rende Polymere zufllhren. Sie sM jeweils nrit um^mS 

genden eriButert. « lichen Vcrratsbehffltem 14r, 14g und 14b zur Zu^rung dit 

D^ Bank kann tacfaj on hohem Durchsatz und biffig serjeweils u^hiedlichen Polyme* verbundT^ 

Ilft^v^ gEt ^ ^ g . efonnl Rg. 6 ^eigt eine anrkre AnordZ!g.bei welcher drei li- 

werden. Andere Verfohren umfessen ubbche Aufbringung neate Reihen 32, 34 und 36 zur jeweOigen ZufuhrunTder 
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unteisctriedliches Licht enrittierenden Polymere vorgesehen 
sind. 

Das den Fig. 5a, 5b und 6 zugrunddiegende Prinzip karm 
auch auf das Aufbringen anderer Polymere in der gleicben 
Richtung ansgedehnt werden, z. B. leilende Polymere zur 
Bildung von LadungstransportschichtEn. 

Fig. 7 zeigt wie cine lineare Anordnung 22 der in Fig. 3 
gezrigten Ait xnit einer kleineren Anzahl von Pipetten als 
der Anzahl von anfgebrachten Bereichen, die bed der ferti- 
gen Einrkhtung erfbrdedich rind, verwendet werden \™rm 
indem die Anordnung 22 schritrweise in x- und y-Richtung 
versetzt win! Die gestrichellen Linden bezeichnen zukunf- 
tige Lagen der Anordnung 22, da sie tnebreien Schritten 
tiber dem Substrat i mtB r wor fen wild. 

Bei der vorangehenden Beschreibung wird angenonunen, 
dafi ein einziges TWpfchen 16 der Losung Ober die Pipette 
10 auf den Aufbringbereich an jeder Stelle der Pipette 10 
bzw. der Anordnung 22 getropft wird, Bs ist jedoch durch- 
aus moglich, mchrere Schritte vorzunehmen, urn mchr als 
ein TrGpfchen an einer Stelle aufeubringen. Es ist ferner 
mfiglich, eine kontimneriiche oder halbkontinuieriiche Strd- 
mung aus der Pipette 10 anzuwenden, wenn dies nrit einer 
Bewegung der Pipetten 10 relativ zum Substrat 2 kombiniert 
wird. Dies ist beispieisweise besonders brauchbar zur Her- 
stellung von linear genmsterten Bereichen mil linear gemu- 
sterten Banken. Beispieisweise ist das Mustem von ver- 
schiedenen roten, grilnen und blauen Polymeren in Streifen 
fur LHPs oder gemusterles fiuoreszierendes Material mfig- 
lich. Ferner ist es mttglich, Farbfilter flir LCD-Displays in 
dieser Weise zu mustem. 

Fig- 8a und 8b zeigen die VVirkung der Bank 6. In Fig. 8a 
ist ein Tropfchen 16 uber dem linkesten Aufbringbereich 
dargesteill, bevor es den ITO-Beieich 4 berfihrt Rechts da- 
von ist dargesteill, was passiert, wenn das Tropfchen mit 
dem rrO-Bereich 4 in BerOhrung kommt, d. h., es ist zwi- 
scben den Wanden der Bank 6 auf beiden Seiten der Wanne 
8 eangeschlossen. 

Nach einem Trocknungsvorgang erscheint die Einrich- 
tung, wie in Fig. 8b gezcigt Das heiflt, das TrOpfchen 16 ist 
getrocknet, um Schichten 38 uber den ITO-Bereicben 4 zu 
Widen. Diese Schichten 38 sind dunne Filmscrrichten der 
Lflsung, die durch die Pipetten 10 auf getropft warden sind. 
Die "Ebenheit" der dflnnen Hlmschichten 38 wird durch Be- 
achtung der Ltfsungseigenschaften, der Substrat-Benet- 
zungseigenschaften, der Bank-Benetzimgseigenschaften 
und der Ebenheit des Substrata gesteuert. 

Fig. 9a bis 9d zeigen ein Substrat mit einer zweischichten 
Bank, wobei die erste Schicht nrit 6a und die zweite Schicht 
mit 6b bezeichnet ist Die erste Schicht 6a karmsoanit aus ei- 
nem Material nrit ghnlichen Benetzungseigenschaften wie 
Indiumzinnoxid gewahlt werden, das fur die Elektrodcnbe- 
reiche 4 verwendet wild. Die zweite Schicht 6b kann ihre 
die Wanne 8 bildenden Bander wegweisend von den Ran- 
dern der ersten Schicht 6a aufweisen. Eine Anzahl von ver- 
scMedenen Randan cudnungeo sind in den Fig; 9a, 9b, 9c 
und 9d dargestcllL Dies ermoglicht, dafi die Hohe der zwri- 
ten Schicht 6b ohne unzulassige Beeinflussung der Benet- 
zunpeigeoschaften direkt neben der Indiumzinnoxid- 
ScMcht vergrdBert wird, wobei diese durch die dunnere 
Schicht 6a, das ITO und die Losungseigenschaften gesteuert 
wird. Die zweite Schicht konnte beseitigt werden, so dafi sie 
im fertigen Produkl rricht vorhanden ist 

Fig. 10 ist eine Draufticht, die klarer darstellt, wie die 
Bank 6 Ofihungen oder Wannen 8 bildet um aktive Berei- 
chc p fur die Einrichtung festzulcgen. Mit 4 sind die Streifen 
des FID bezeichnet wieoben. 

Fig. 11 zeigt eine Anzahl von moglichen Bankfbrmen. 
Diese Formen konnen zu einer zweischichtigen Struktur 
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kombiniert werden, wie in den Fig. 9a bis 9d gezeigt 

Fig. 12 zeigt eine alternative Substratform vor dem Auf- 
bringen. Bei der Anordnung der Fig. 12 sind die ITO-Strei- 
fen 4 sich seitlich erstreckend dargestelU, wobei sich der 
5 Bankstreifen 6 quer zu den FTOStreifen 4 erstreckt Dies er- 
mdglicht eine Bewegung der Pipette 10 langs der zwischen 
den Banken 6 erzeugten "Wanne, um Losung in einer konti- 
nuierlichen oder halbkontinuierlichen Strdmung au&ubrin- 
gen. Nach dem Aufbringen der Losung und Trocknen zur 
10 Erzeugung eines Films 38 kann eine Kathode aufgebracht 
werden, um das fertige Produkt zu erzeugen, das in Fig. 13 
dargcstellt ist Die Kathode kann beispieisweise aus Alumi- 
nium oder einer DoppelscMcht von Aluminium und Kal- 
zium oder aus irgendeinem fur arganische LEDs verwecde- 
15 ten Kathodenmaterial bestehen. So hat bei der fertigen Ein- 
richtung der Fig. 13 die Uchtemittierende Einrichtung eine 
Stiukmr, die aus einem Substrat % einer Anzahl von Indi- 
umzinnoxM-Streifen 4, welche sich seitlich erstrecken, und 
einer Anzahl von Bankstreifen 6 besteht die sich quer zu 
20 den T ndi nmz i nn oxid-Streifen 4 erstrecken. Zwischen den 
Streifen 6 ist ein duriner Film aus einem lichtenrittierenden 
Polymer 38 gebildet der das Ergebnis eines Trocknungs- 
schrittes nach dem Aufbringen des als Losung handhabba- 
ren Materials mit Verwendung der Pipette 10 ist, Der dflnne 
25 Him 38 liegt uber den Tnriiiimrinnojud-Streifen 4 und bildet 
daher aktive Pixels p in den tlberlappimgsbereichen. Die 
Kathode 40 flberdeckt die Einrichtung. Wenn ein elektri- 
sches Feld zwischen den mdiunizinnoxid-Stt-eifen und der 
Kathode 40 angelegt wird, werden Laxlungstrager entgegen- 
30 graetzter Ait von dem ITO bzw. der Kathode in die lichte- 
initderende Schicht 38 injiziert Diese Ladungstrager re- 
kombimeren und zersetzen sich strahlend, um das Aussen- 
den von Licht zu bewirken. 
Das VerrahrenistzwarmitBezug auf die Herstellung von 
35 OLEDs beschrieben worden, es wird jedoch bemerkt dafi 
auch andere aktive optisebe, elektronische oder opto-elek- 
taHrische Eunichtungen hergestellt werden kannen, bei- 
spieisweise mehrarbige und/oder RGB-Einrichtungen, ge- 
musterte LEPs oder Huoreszenzfilter, aktive oder passive 
40 Matrizen, Dioden und Fotodioden, Trioden, Optokoppler, 
fbtovoltaische Zellen, Dunnschkhttiansistaren und dergL 
Diesen Bmrichtungen ist gemeinsam, dafi sie wenigstens 
cine gemusterte aktive organische Halbleiter- oder Leiter- 
schicht enthalten. 
45 Die Ancjrdming wird vorzugsweise nrit einem steuerbaren 
Tropfenabgabemechanismus verwendet der in der Lage ist 
steuerbare Mengen da: Losung auf das Substrat auszugeben. 
Jede Pipette kann eanzeln steuerbar sein. 
Wahrend die hier beschriebene OLED-Struktur mit einem 
» im wesentlichen durchsichtigen Substrat 2 mit vorgemuster- 
ten Ekkmxienbcreichen von ITO beschrieben wuide, ist zu 
bemerken, dafi auch andere Aufbauten moglich sind. Bei- 
spieisweise und nicht einschrankfind ist es moglich, leiten- 
des Zinnoxid oder Metall oder Legierungen als die vorge- 
55 musterten Elektroden zu verwenden. Alternariv kann die 
Kathode am Boden der Anordnung aufgebracht werden statt 
auf derOberseite, wie in Fig. 13 dargestelU. 

Substanzen, die erfindungsgemSB aufgebracht werden 
konnen, umfassen die fblgenden: 

60 

a) ldtende Polymere, wiePblyamlin (PANI) und Deri- 
vate, Polythiophene und Derivate, Polypyrrol und De- 
rivate, Pdlyemylentfoxythic^rjen; dotierte Formen all 
dieser Substanzen und insbesondere mit Polystyrol- 

65 Sulfonsfiure dotiertes Polyemylendioxythiophen 
(PEDT/PSS); 

b) ala Losung handhabbare Molekularverbindungen 
cinschliefflich Spiro-Verbindungen, wie sie z. B. in EP- 
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A-0 676 461 beschrieben sind; 

c) als L5sung handhabbare, Ladling transportieiradc 
imd/oder lumincsziercnde/ekklroluminesziercnde Po- 
lymery voizugsweise konjugierte Polymerc, wie: Po- 
lyphenylene und Derivate, PolyphenylenvinyLene und 5 
Derivate, Polyfluarece und Derivate, Iriaryl enthal- 
tende Polymerc und Derivate, \fariauferrx>lymerc in 
verschiedenen Fonnen, Copolymer (eirischliefilich 
der oben benannten Polytneridassen), allgemein stati- 
stische und Blockcopolymere, Polymere mit der akti- 10 
ven (LSdung transportierenden und/oder lumineszie- 
renden), als Scitcngruppcn an der Hauptkctte ange- 
brachten Sorten, Hophene und Derivate und dergL ; 

d) andere ancnganiscne \feibindungen, z, B. als Lo- 
sung handhabbare otganometallische Vbria^ifervcabin- 15 
dungen zur Herstellung von IsoLatoren odcr Lei tern. 

In diesem Zusanunenhang ist ein als Ldsung handhabba- 
res Material eines, das nach Irocknung cine endgultige sta- 
bile Form erzeugt, die vorzugsweise optisch/elekntxrisch/ 20 
optoelektronisch aktiv ist So sind Losungen, die nach dem 
Trocknen ihre endgultige Form erreichen, eingeschlossen 
wie auch LBsungen cines \briauferpolymere, das nach dem 
Trocknen in die endgultige Form des Polymers rich umwan- 
delt Eine Weise, in der das als L6sung handhabbare Mate- 25 
rial seine endgultige Farm erreichen kann, ist die \ferdarnp- 
fung von Losungsmittel, wodurch ein fester geloster Stoff 
zurQckbleibL Dies kann erreicht werden, indem das Material 
getrocknet wird oder indem man es bei KTP (Zimrnertempe- 
ratur und -dnick) trocknen iMBt Naturlich kann eine Hock- 30 
nung durch sich selbst nicht ausreichend sein, urn das als 
Losung handhabbare Material in seinen endgultigen stabilen 
Zustand umzuwandeln, in welchem Fall weitere Schritte 
vorgesehen werden konnen, urn die notwendige Anderung 
in der chenrischen Zusammensctzung des Materials zu be- 35 
wirken. 

Das hier beschriebene Aufbringvertahren ist insbeson- 
dere branchbar fur Inline- Verarbeitung zum Aufbringen ei- 
ner Anzahl von verschiedenen Substanzea Das beifSt, ein 
Substrat kann kontinuicrlich oder schrittweisc zwischen ei- 40 
ner Anzahl von verschiedenen Bohrungsanordnungen zum 
Aufbringen von verschiedenen Materialien fur die Bildung 
unterschiedlicher ScMchten bewegt werden. 

Patentanspruche 45 

1. Verfahren zum sdektiven Aufbringen eines als Ld- 
sung handhabbaren organischen Materials, welches 
umfafit 

Aufbringen des Materials durch eine langgestreckte 50 
Bohrung von cinem in Verbindung mit einem Vomas- 
behalter dieses Materials stehenden entf emten Ende zu 
einem distalen Ende nahe einem Substrat zur Auf- 
nahme dieses Materials, wobei die Zufuhrung des Ma- 
terials so gesteuert wird, daB es das distale Ende unter 55 
der Wirkung der Schwerkraft oder der Benetzungs- 
spannung oder einer ^Combination derselben infolge 
des Kontakts zwischen diesem Material und dem Sub- 
strat veriMBt 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bed welchem die we- 60 
nigs tens eine Bohrung in Verbindung mit dem Vbrrats- 
behalter Ober einen flexiblen Schlauch stent, urn eine 
Bewegung der Bohrung bezOglich des Substrata zu er- 
mSglichen, so daB eine selektive Aufbringung in vor- 
bestimmten Bereichen des Substrats ermflglicht wird. 65 

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem die lang- 
gestreckle Bohrung einen Ibil einer Bohrungsanord- 
nung bildet, die den \farratsbehalter einschlieSt und be- 
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zuglich des Substrats beweglich ist, urn das selektive 
Aufbringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats 
zu ermoglichcTL 

4. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das Sub- 
strat bezflglich der wenigstens einen langgestreckten 
Bohrung beweglich gelagert ist, urn das selektive Auf- 
bringen in vorbestimmten Bereichen des Substrats zu 
errnoglichen. 

5. Verfahren nach Anspruch 3, bei welchem die Boh- 
nmgsarjordnung aus einer Anordnung in Form einer 
Platte besteht, die eine Anzahl von Otmungen besitzt, 
deren jede mit einer entsprcchenden vorstehenden 
langgestreckten Bohrung in Verbindung stent, wobei 
die Ofinungen eine Vsrbindung der Bohrungen mit 
dem Nfarratsbehalter enndglichen. 

6. Verfahren nach Anspruch 1, mit wenigstens drei 
langgestreckten Bohrungen in Verbindung nrit jeweils 
unterschiedlicben VorratsbehaltEni zur ZufUhrung von 
unterschiedlichen Materialien zu vorbestimniten Berei- 
chen des Substrata, wobei die unterschiedlichen Mate- 
rialien Ikhtemitrierende organische Materialien sind, 
die Licht von unterscrnedlichen Wellenlangen emittie- 
ren konnen. 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem das Substrat ein vorgef crates Muster 
von TVe nnmat e ri al zur Bildung vorbestirnrnter Berei- 
che tragt, in denen das selektive Aufbringen stattfinden 
soil 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei welchem ein Elek- 
trodenmaterial in den vorbestimrnten Bereichen vorher 
aufgebracht worden ist. 

9. Verfahren nach einem der vcrangehenden Anspru- 
che, bei welchem die Querschnimnlache der Bohrung 
imBereich von 0,001 mm 2 bis 10 rnrn 2 liegt 

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem der Abstand zwischen dem Substrat 
und dem distalen Ende der langgestreckten Bohrung 
werriger als 10 rnmbetragt 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die Geschwindigkeit des Aufbrin- 
gens des Materials uber die langgestreckte Bohrung 
weniger als 3 m/s betrflgt 

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, bei welchem die vorbestinirnten Bereiche cine ma- 
ximale Abmessung van mehr als SO urn besitzen. 

13. Verfahren zum Herstellen einer optischen, elektro- 
mschen oder optockktronischen Einrichtung, welches 
umfafit: 

(a) Ausbilden auf einem Substrat eines vorbe- 
snrnrnten Musters von Trennniaterial zur Bildung 
von vorbestimrnten Bereichen fur das darauffol- 
gende Aufbringen eines als Ldsung handhabbaren 
Materials; 

(b) Aufbringen eines als Losung handhabbaren 
Materials in den vorbestimniten Bereichen durch 
Zufuhren des Materials von einem in Vertindung 
mit einem VorratsbehSlter dieses Materials ste- 
henden entfernten Ende einer langgestreckten 
Bohrung zu einem distalen Ende dieser Bohrung 
nahe den vorbestinimten Bereichen, 

wobei die Ziifiirirung des Materials derart gesteu- 
ert wird, dafi es das distale Ende unter der Wir- 
kung der Schwerkraft oder der Benetzungsspan- 
nung oder einer Kombination dieser beiden mit- 
tela des Kontakts zwischen dem Material und dem 
Substrat veriflfit; und 

(c) Durebfunrung eines IVocknungsscrmttes. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, welches vox dem 
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Schritt (a) den Schritt des Ausbildens aiif dem Substrat 
einer Anzahl von Hekrrodenbereichen umfaBt, die in 
den vorbcstimmien Bereichen freiliegeiL 

15. Verfahren nach Anspruch 14, bei wclchem die 
Elektrodenbereiche Anodenbereiche sind und das \fer- 5 
fahren einen weiteren Schritt des Auforingens einer 
Katfaodenschicht nach dem Trocknimgsschritt umfaSt 

16. Verfahren nach Anspruch 13, 14 oder 15, bei wel- 
chem das als Lbsung handhabbare Material ein lichte- 
mittierendes orgamsches Material ist 10 

17. Verfahren nach Anspruch 1 oder 13, bei welchem 
das Material in Kontakt mil dem Substrat gebracht 
wind, wShrend das Material noch in Kontakt mil dem 
cHstalen End© den Bohrung stent 

18. Verfahren zum Herstellen einer aktiven Kompo- u 
nente fur cine optische, elektronische oder optoelektro- 
rrische Enrichtung unter Anwendung des \ferrahrens 
nach Anspruch 1 oder Anspruch 13, 
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